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(57) Zusammenfassung: Eine Verbindungsstruktur (100) | £2 EEE o1
weist eine Leiterplatte (1), ein Isolierelement (3), ein 4a \.;* 3a
Gehause (2) und einen leitenden Draht (4) auf. Das Isolier- 4 G — 3c
element (3) weist einen ersten Bereich (3a) und einen zwei- N S 3

ten Bereich (3b) auf. Der erste Bereich (3a) ist an der Leiter-
platte (1) befestigt. Der zweite Bereich (3b) liegt dem ersten
Bereich (3a) gegeniber. Der zweite Bereich (3b) ist an dem G
Gehause (2) befestigt. Das Gehause (2) weist einen geerde- 54

ten Kontakt (21) auf. Der leitende Draht (4) verbindet die Lei-
terplatte (1) und das Gehause (2) elektrisch, wahrend er um :
das Isolierelement (3) gewickelt ist. Ein kirzester Abstand ft
entlang einer Oberflache des Gehauses (2) von einer Posi- 21
tion, an der der leitende Draht (4) und das Gehause (2) mit

dem Kontakt (21) verbunden sind, ist kiirzer als ein kiirzes-

ter Abstand entlang einer Oberflache des Gehauses (2) von

dem zweiten Bereich (3b) des Isolierelements (3) zu dem
Kontakt (21).
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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine Verbindungsstruktur.

STAND DER TECHNIK

[0002] Wenn ein Leistungswandler, wie z.B. ein
Schaltnetzteil, auf einer Leiterplatte montiert ist,
wird ein hochfrequenter Stérstrom aufgrund eines
Schaltvorgangs des Leistungswandlers erzeugt.
Der hochfrequente Stdrstrom Ubertragt eine Stelle
mit einer niedrigen Hochfrequenzimpedanz. Zum
Beispiel hat die parasitare Kapazitat der Leiterplatte
eine niedrige Hochfrequenzimpedanz. Die Leiter-
platte ist mit einem Gehause verbunden, das aus
Sicherheitsgriinden durch ein leitendes Verbin-
dungselement geerdet ist. Aus diesem Grund flie3t
der hochfrequente Stdrstrom von der Leiterplatte
Uber das Verbindungselement und das Gehause
zur Erde. Der zur Erde flieRende hochfrequente Stor-
strom beeintrachtigt als Gleichtaktstrom die elektro-
magnetische Vertraglichkeit (EMV) eines elektri-
schen Gerats. Der hochfrequente Stérstrom, der
durch das Gehause flieRt, induziert Strahlungsrau-
schen, das die elektromagnetische Vertraglichkeit
des elektrischen Gerats beeintrachtigt.

[0003] In einer Verbindungsstruktur zwischen der
Leiterplatte und dem Gehause, die in der japani-
schen Patentanmeldungsveréffentlichung Nr.
JP 2003 -133 779 A (PTL 1) beschrieben ist, besteht
beispielsweise der Kern einer Schraube, die die Lei-
terplatte und das Gehause verbindet, aus einem Iso-
liermaterial. Ein Anschluss (Schraubengewinde) der
Schraube ist leitfahig. Aus diesem Grund hat die Ver-
bindungsstruktur zwischen der Leiterplatte und dem
Gehause eine Komponente mit hoher Induktivitat.
Diese Verbindungsstruktur zwischen der Leiterplatte
und dem Gehause wirkt als Induktivitat, die verhin-
dert, dass der hochfrequente Storstrom von der Lei-
terplatte zum Gehause fliet, so dass unnétiges
Strahlungsrauschen(Strahlungsrauschen) reduziert
wird.

LITERATURLISTE

PATENTLITERATUR

[0004] PTL 1: Japanische Patentanmeldungsverof-
fentlichung JP 2003 - 133 779 A

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
TECHNISCHES PROBLEM

[0005] In derin PTL 1 beschriebenen Verbindungs-
struktur zwischen der Leiterplatte und dem Gehause
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ist der Anschluss (Schraubengewinde), der leitfahig
ist, am Kern der Schraube befestigt. Aus diesem
Grund ist eine Verbindungsstelle der Verbindungs-
struktur mit dem Gehaduse auf eine Position
beschrankt, in der die Schraube am Gehause befes-
tigt ist. Wenn die Position, an der die Schraube am
Gehdause befestigt ist, vom Boden entfernt ist, wird
die Strecke, Uber die der hochfrequente Stérstrom
entlang der Oberflache des Gehauses fliellt, ent-
sprechend lang.

LOSUNG DES PROBLEMS

[0006] Eine Verbindungsstruktur der vorliegenden
Erfindung weist eine Leiterplatte, ein Isolierelement,
ein Gehause und einen leitenden Draht auf. Das Iso-
lierelement weist einen ersten Bereich und einen
zweiten Bereich auf. Der erste Bereich ist an der Lei-
terplatte befestigt. Der zweite Bereich liegt dem ers-
ten Bereich gegeniiber. Der zweite Bereich ist an
dem Gehause befestigt. Das Gehause enthalt einen
Kontakt. Der Kontakt ist geerdet. Der leitende Draht
verbindet die Leiterplatte und das Gehause elekt-
risch, wahrend er um das Isolierelement gewickelt
ist. Der kirzeste Abstand entlang einer Oberflache
des Gehauses von einer Position, an der der leitende
Draht und das Gehause mit dem Kontakt verbunden
sind, ist klrzer als der kirzeste Abstand entlang
einer Oberflache des Gehauses von dem zweiten
Bereich des Isolierelements zu dem Kontakt.

VORTEILHAFTE WIRKUNGEN DER ERFINDUNG

[0007] Gemal der Verbindungsstruktur der vorlie-
genden Erfindung ist der kirzeste Abstand entlang
der Oberflache des Gehauses von der Position, an
der der leitende Draht und das Gehause mit dem
Kontakt verbunden sind, kirzer als der kiirzeste
Abstand entlang der Oberflache des Gehauses von
dem zweiten Bereich des Isolierelements zu dem
Kontakt. Folglich kann die Strecke, Uber die der
hochfrequente Stdrstrom entlang der Oberflache
des Gehauses flielt, verkirzt werden.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die sche-
matisch eine Konfiguration einer Verbindungs-
struktur gemag einer ersten Ausfiihrungsform
zeigt.

Fig. 2 ist eine Teilseitenansicht der Verbin-
dungsstruktur in Fig. 1.

Fig. 3 ist eine Teilseitenansicht, die schematisch
eine Konfiguration einer Verbindungsstruktur
gemal einer zweiten Ausfuhrungsform zeigt.

Fig. 4 ist eine Teilseitenansicht, die schematisch
eine Konfiguration einer Verbindungsstruktur
geman einer dritten Ausfuihrungsform zeigt.
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Fig. 5 ist eine Teilseitenansicht, die schematisch
eine Konfiguration einer Verbindungsstruktur
gemal einer vierten Ausfiihrungsform zeigt.

Fig. 6 ist eine Teilseitenansicht, die schematisch
eine Konfiguration einer Verbindungsstruktur
gemal einer funften Ausfihrungsform zeigt.

BESCHREIBUNG VON AUSFUHRUNGSFORMEN

[0008] Nachfolgend werden Ausflihrungsformen
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrie-
ben. In der folgenden Beschreibung werden gleiche
oder korrespondierende Teile mit den gleichen
Bezugszahlen bezeichnet, und (berlappende
Beschreibungen werden nicht wiederholt.

Erste Ausfiihrungsform

[0009] Unter Bezugnahme auf die Fig. 1 und Fig. 2
wird im Folgenden eine Konfiguration einer Verbin-
dungsstruktur 100 gemaR einer ersten Ausfiihrungs-
form beschrieben.

[0010] Wie in Fig. 1 dargestellt, weist die Verbin-
dungsstruktur 100 eine Leiterplatte 1, ein Gehause
2, ein Isolierelement 3 und einen leitenden Draht 4
auf. Die Leiterplatte 1 und das Gehause 2 sind in
einer inneren Struktur eines elektrischen Gerats ent-
halten. Bei dem elektrischen Gerat handelt es sich
zum Beispiel um eine Leistungswandlervorrichtung.
Die Leistungswandlervorrichtung ist zum Beispiel
eine unterbrechungsfreie Stromversorgungsvorrich-
tung, eine Klimaanlage mit groRer Kapazitat oder
ahnliches. In der ersten Ausfiihrungsform liegen
sich die Leiterplatte 1 und das Gehause 2 gegen-
Uber. Die Leiterplatte 1 kann im Inneren des Gehau-
ses 2 aufgenommen sein.

[0011] Ein Leistungswandler 11 ist auf der Leiter-
platte 1 montiert. Der Leistungswandler 11 ist zum
Beispiel ein Schaltnetzteil. Der Leistungswandler 11
weist ein Leistungswandler-Halbleiterelement (nicht
dargestellt) auf. Das Leistungswandler-Halbleiterele-
ment ist zum Beispiel ein Metalloxid-Halbleiter-Feld-
effekttransistor (MOSFET) aus Silizium (Si). Der
Leistungswandler 11 ist so konfiguriert, dass er eine
Stromversorgungsspannung unter Verwendung
einer Schaltfunktion des Leistungswandler-Halbleite-
relements umwandelt. Ein Kihlkérper (nicht darge-
stellt), der zur Kihlung des Leistungswandler-Halb-
leiterelements konfiguriert ist, kann aul’erdem auf
der Leiterplatte 1 angebracht sein.

[0012] Beispielsweise wird das Schaltnetzteil als
Stromversorgungsschaltung der unterbrechungs-
freien Stromversorgungseinrichtung verwendet. In
der ersten Ausfiuhrungsform enthalt die unterbre-
chungsfreie Stromversorgungseinrichtung das Leis-
tungswandler-Halbleiterelement. Beispielsweise
wird die Leiterplatte 1 als Stromversorgungsschal-
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tung einer Gate-Treiberschaltung verwendet, die so
konfiguriert ist, dass sie das Leistungswandler-Halb-
leiterelement der unterbrechungsfreien Stromversor-
gungseinrichtung ansteuert.

[0013] Das Gehause 2 weist einen Kontakt 21 auf.
Der Kontakt 21 ist geerdet. Der Kontakt 21 ist elekt-
risch mit einer Masse EG verbunden. Die Masse EG
ist nicht unbedingt an einer flachen Stelle angeord-
net, an der die Leiterplatte 1 angeordnet sein kann.
Die Masse EG kann beispielsweise an einer Saule
(nicht dargestellt) des Gehauses 2 angeordnet sein.
Aus diesem Grund ist die Masse EG nicht unbedingt
an einer Stelle angeordnet, an der das Isolierelement
3 befestigt werden kann. Ein Material des Gehauses
2 ist zum Beispiel Metall. Das Gehause 2 kann ein
auleres Formteil des elektrischen Geréats darstellen.

[0014] In Fig. 1 sind vier Isolierelemente 3 und vier
leitende Drahte 4 zwischen der Leiterplatte 1 und
dem Gehause 2 angeordnet, und mindestens ein Iso-
lierelement 3 und mindestens ein leitender Draht 4
kénnen zwischen der Leiterplatte 1 und dem
Gehause 2 angeordnet sein. Ein weiteres Verbin-
dungselement kann zwischen der Leiterplatte 1 und
dem Gehause 2 ausgebildet sein. Beispielsweise
kdénnen die Anzahl und die Positionen des Isolierele-
ments 3 und des leitenden Drahts 4 entsprechend
einer Schaltungsstruktur des Leistungswandlers 11,
wie z. B. des auf der Leiterplatte 1 montierten Schalt-
netzteils, bestimmt werden. In Fig. 2 sind ein Isolier-
element 3 und ein leitender Draht 4 zwischen der Lei-
terplatte 1 und dem Gehause 2 angeordnet.

[0015] Wie in Fig. 2 dargestellt, ist das Isolierele-
ment 3 zwischen der Leiterplatte 1 und dem
Gehause 2 sandwichartig eingefligt. Das Isolierele-
ment 3 erstreckt sich von der Leiterplatte 1 in Rich-
tung des Gehauses 2. Das Isolierelement 3 erstreckt
sich entlang einer axialen Richtung. In der ersten
Ausfiihrungsform ist die axiale Richtung des Isoliere-
lements 3 eine Richtung entlang einer Richtung von
der Leiterplatte 1 zum Gehause 2.

[0016] Das Isolierelement 3 weist einen ersten
Bereich 3a und einen zweiten Bereich 3b auf. Der
erste Bereich 3a ist an der Leiterplatte 1 befestigt.
Ein erstes Schraubenloch 3c ist im ersten Bereich
3a ausgebildet. Das erste Schraubenloch 3c stellt
ein Innengewinde dar. Der zweite Bereich 3b liegt
dem ersten Bereich 3a gegenuber. Der zweite
Bereich 3b ist am Gehause 2 befestigt. Ein zweites
Schraubenloch 3d befindet sich im zweiten Bereich
3b. Das zweite Schraubenloch 3d stellt ein Innenge-
winde dar. Der zweite Bereich 3b ist am Gehause 2
befestigt.

[0017] In der ersten Ausflhrungsform weist das Iso-
lierelement 3 eine Nut G auf, die sich Uber den
gesamten Umfang des Auflenumfangs erstreckt.
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Die Nut G ist entlang einer Umfangsrichtung des Iso-
lierelements 3 ausgebildet. In der ersten Ausfih-
rungsform ist eine Vielzahl von Nuten G im Isolierele-
ment 3 entlang der axialen Richtung des
Isolierelements 3 angeordnet.

[0018] Das Isolierelement 3 ist zum Beispiel ein Iso-
lator. Der Isolator kann ein Standardprodukt sein. In
der ersten Ausfiihrungsform ist das Standardprodukt
ein Bauteil, das fir den Ublichen Verbraucher leicht
erhaltlich ist.

[0019] Der leitende Draht 4 verbindet die Leiter-
platte 1 und das Gehause 2 elektrisch, wahrend er
um das Isolierelement gewickelt ist. Der leitende
Draht 4 ist entlang der Umfangsrichtung des Isoliere-
lements 3 gewickelt. In der ersten Ausflihrungsform
ist der leitende Draht 4 entlang der Nut G um das
Isolierelement 3 gewickelt. Der leitende Draht 4 ist
so konfiguriert, dass er verformbar ist.

[0020] Der leitende Draht 4 weist ein erstes Ende 4a
und ein zweites Ende 4b auf. Das erste Ende 4a ist
elektrisch mit der Leiterplatte 1 verbunden. Das erste
Ende 4a kann von dem ersten Bereich 3a entfernt
angeordnet sein. In der ersten Ausflihrungsform ist
das erste Ende 4a von dem ersten Bereich 3a ent-
fernt angeordnet. Das zweite Ende 4b ist elektrisch
mit dem Gehause 2 verbunden. Das zweite Ende 4b
ist von dem zweiten Bereich 3b entfernt angeordnet.
Das erste Ende 4a und das zweite Ende 4b sind nicht
am Isolierelement 3 befestigt.

[0021] Der kiirzeste Abstand entlang einer Oberfla-
che des Gehauses 2 von einer Position, an der der
leitende Draht 4 und das Gehause 2 mit dem Kontakt
21 verbunden sind, ist kirzer als der kirzeste
Abstand entlang der Oberflache des Gehauses 2
vom zweiten Bereich 3b des Isolierelements 3 zum
Kontakt 21. Der kiirzeste Abstand entlang der Ober-
flache des Gehauses 2 ist eine Kriechstrecke des
Gehauses 2. Der kiirzeste Abstand vom zweiten
Ende 4b zum Kontakt 21 entlang der Oberflache
des Gehauses 2 ist kiirzer als der klirzeste Abstand
entlang der Oberflache des Gehauses 2 vom zweiten
Bereich 3b des Isolierelements 3 zum Kontakt 21.

[0022] Der leitende Draht 4 hat eine gewundene
Struktur, da der leitende Draht 4 um den auferen
Umfang des Isolierelements 3 gewickelt ist. Aus die-
sem Grund hat der leitende Draht 4 eine hdhere
Selbstinduktivitat als in dem Fall, in dem sich der lei-
tende Draht 4 geradlinig zwischen der Leiterplatte 1
und dem Gehdause 2 erstreckt. Die Impedanz ist pro-
portional zur Selbstinduktivitdt. Dementsprechend
hat der leitende Draht 4 eine héhere Hochfrequen-
zimpedanz als beim Fall, in dem der leitende Draht
4 eine lineare Form hat. In der ersten Ausfihrungs-
form ist die Hochfrequenzimpedanz die Impedanz in
einem Hochfrequenzbereich. Auf diese Weise kann

4/16

verhindert werden, dass sich ein hochfrequenter
Storstrom von der Leiterplatte 1 Uber den leitenden
Draht 4 zum Gehause 2 ausbreitet.

[0023] Die Verbindungsstruktur 100 weist ferner
einen ersten Befestigungskoérper 51, einen zweiten
Befestigungskorper 52, einen dritten Befestigungs-
korper 53 und einen vierten Befestigungskorper 54
auf. Dass das mit dem ersten Befestigungskorper
51 zu verschraubende Innengewinde und das mit
dem dritten Befestigungskorper 53 zu verschrau-
bende Innengewinde sind in der Leiterplatte 1 ange-
ordnet. Das mit dem zweiten Befestigungskorper 52
zu verschraubende Innengewinde und das mit dem
vierten Befestigungskorper 54 zu verschraubende
Innengewinde sind im Gehaduse 2 angeordnet.

[0024] Der erste Befestigungskorper 51 befestigt
den ersten Bereich 3a und die Leiterplatte 1. Der
erste Befestigungskoérper 51 ist eine erste Schraube,
die in das erste Schraubenloch 3c geschraubt wird.
Bei der ersten Schraube handelt es sich um eine
Auflengewindeschraube. Bei der ersten Schraube
kann es sich um ein universell einsetzbares Produkt
handeln. Das Material des ersten Befestigungskor-
pers 51 ist ein Magnetmaterial. Der erste Befesti-
gungskorper 51 ist zum Beispiel eine Eisenaullenge-
windeschraube. Ein erster Kopfbereich 51H des
ersten Befestigungskorpers 51 kann auf einer dem
Isolierelement 3 gegeniberliegenden Seite in
Bezug auf die Leiterplatte 1 freiliegen. Der erste
Kopfbereich 51H kann der Luft ausgesetzt sein.

[0025] Wenn der leitende Draht 4 um den ersten
Befestigungskorper 51 gewickelt ist, wird die Selbst-
impedanz des leitenden Drahtes 4 verbessert, so
dass die Hochfrequenzimpedanz des leitenden
Drahtes 4 verbessert wird. Wenn der leitende Draht
4 um den ersten Befestigungskorper 51 gewickelt ist,
kann im ersten Befestigungskoérper 51 aufgrund von
Eisenverlusten Warme erzeugt werden. Die durch
den Eisenverlust des ersten Befestigungskorpers
51 erzeugte Warme kann vom ersten Kopfteil 51H
abgekuhlt werden. Die durch den Eisenverlust des
ersten Befestigungskoérpers 51 erzeugte Warme
kann entweder durch natirliche Luftkiihlung oder
erzwungene Luftkiihlung gekiihlt werden. Dement-
sprechend kann die Qualitat der Verbindungsstruktur
100 und des elektrischen Gerats mit der Verbin-
dungsstruktur 100 verbessert werden.

[0026] Der zweite Befestigungskorper 52 befestigt
den zweiten Bereich 3b und das Gehause 2. Der
zweite Befestigungskorper 52 ist eine zweite
Schraube, die in das zweite Schraubenloch 3d
geschraubt wird. Die zweite Schraube ist eine
AulRengewindeschraube. Bei der zweiten Schraube
kann es sich um ein universell einsetzbares Produkt
handeln. Das Material des zweiten Befestigungskor-
pers 52 ist ein Magnetmaterial. Zum Beispiel ist der
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zweite Befestigungskorper 52 eine Auflengewin-
deschraube.

[0027] Wenn der leitende Draht 4 um den zweiten
Befestigungskorper 52 gewickelt ist, ist die Selbstim-
pedanz des leitenden Drahtes 4 verbessert, so dass
die Hochfrequenzimpedanz des leitenden Drahtes 4
verbessert ist. Wenn der leitende Draht 4 um den
zweiten Befestigungskorper 52 gewickelt ist, kann
im zweiten Befestigungskérper 52 aufgrund des
Eisenverlustes Warme erzeugt werden. Die durch
den Eisenverlust des zweiten Befestigungskdrpers
52 erzeugte Warme kann an das Gehause 2 abge-
strahlt werden. Die an das Gehause 2 abgestrahlte
Warme wird an die Aullenseite des Gehduses 2
abgestrahlt. So wird der zweite Befestigungskorper
52 effektiv gekuhlt. Folglich kann die Qualitat der Ver-
bindungsstruktur 100 und des elektrischen Gerats
mit der Verbindungsstruktur 100 verbessert werden.

[0028] Der dritte Befestigungskoérper 53 befestigt
das erste Ende 4a und die Leiterplatte 1. Der dritte
Befestigungskoérper 53 ist eine dritte Schraube, die in
das auf der Leiterplatte 1 vorgesehene Innenge-
winde geschraubt wird. Die dritte Schraube ist eine
AuRengewindeschraube. Bei der dritten Schraube
kann es sich um ein universell einsetzbares Produkt
handeln. Das Material des dritten Befestigungskor-
pers 53 kann ein Magnetmaterial sein. Zum Beispiel
ist der dritte Befestigungskorper 53 eine Eisen-
schraube.

[0029] Der vierte Befestigungskorper 54 befestigt
das zweite Ende 4b und das Gehause 2. Der vierte
Befestigungskorper 54 ist eine vierte Schraube, die
in das im Gehause 2 ausgebildete Innengewinde ein-
geschraubt wird. Die vierte Schraube ist eine Aulden-
gewindeschraube. Bei der vierten Schraube kann es
sich um ein universell einsetzbares Produkt handeln.
Das Material des vierten Befestigungskorpers 54
kann ein Magnetmaterial sein. Zum Beispiel ist der
vierte Befestigungskorper 54 eine Eisenschraube.

[0030] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 wird im Fol-
genden der hochfrequente Stérstrom beschrieben,
der durch die Verbindungsstruktur 100 flief3t.

[0031] Die Leiterplatte 1 hat eine Streukapazitat
(parasitéare Kapazitat), die mit dem Leistungswand-
ler-Halbleiterelement des Leistungswandlers 11 ver-
bunden ist. Wenn das Leistungswandler-Halbleiter-
element wie der Metalloxid-Halbleiter-
Feldeffekttransistor des Leistungswandlers 11 einen
Schaltvorgang durchfuhrt, wird eine steile Span-
nungsschwankung erzeugt. Wenn die Spannungs-
schwankung an die Streukapazitat angelegt wird,
wird ein hochfrequenter Stdrstrom erzeugt. Der
hochfrequente Stdrstrom ist proportional zur zeitli-
chen Veranderung der Spannung und dem Wert der
Streukapazitat.
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[0032] Der hochfrequente Stdrstrom breitet sich
selektiv durch eine Stelle mit einer niedrigen Hoch-
frequenzimpedanz aus. Daher flie3t der hochfrequ-
ente Stdrstrom aus dem Leistungswandler 11, z. B.
dem Schaltnetzteil, heraus. Zum Beispiel hat die
Kapazitat zwischen den Wicklungen des Transfor-
mators im Schaltnetzteil eine niedrige Hochfrequen-
zimpedanz. Zum Beispiel hat die Streukapazitat zwi-
schen den Schaltungsmustern der Leiterplatte 1 eine
niedrige Hochfrequenzimpedanz. Zum Beispiel hat
die Streukapazitat zwischen dem Leistungswandler-
Halbleiterelement und einem Kuhlkdrper (nicht abge-
bildet) eine niedrige Hochfrequenzimpedanz.

[0033] Der hochfrequente Stdrstrom, der aus dem
Leistungswandler 11 flief3t, erreicht den leitenden
Draht 4 Uber die Stelle mit der niedrigen Hochfre-
quenzimpedanz. Der hochfrequente Stérstrom kann
sich Uber den leitenden Draht 4 zum Gehause 2 aus-
breiten. Um die Ausbreitung des hochfrequenten
Stérstroms in das Gehause 2 zu verhindern, muss
der leitende Draht 4 eine hohe Hochfrequenzimpe-
danz aufweisen. In der ersten Ausfiihrungsform ist
der leitende Draht 4 um das Isolierelement gewickelt
und hat daher eine hohe Hochfrequenzimpedanz.

[0034] Die Wirkungen der ersten Ausfiihrungsform
werden im Folgenden beschrieben.

[0035] Gemal der Verbindungsstruktur 100 der ers-
ten Ausfiihrungsform, wie in Fig. 2 dargestellt, ist der
kirzeste Abstand entlang der Oberflache des Geh-
auses 2 von der Position, an der der leitende Draht
4 und das Gehause 2 mit dem Kontakt 21 verbunden
sind, kdrzer als der klrzeste Abstand entlang der
Oberflache des Gehauses 2 vom zweiten Bereich
3b des Isolierelements 3 zum Kontakt 21. Aus die-
sem Grund kann die Strecke, Uber die der hochfrequ-
ente Storstrom auf der Oberflache des Gehauses 2
flieRt, im Vergleich zu dem Fall verkiirzt werden, in
dem der leitende Draht 4 an der Position des Isolie-
relements 3 am Gehause 2 befestigt ist.

[0036] So kann verhindert werden, dass der hoch-
frequente Storstrom im Gehause 2 zirkuliert. Wenn
der hochfrequente Stoérstrom innerhalb des Gehau-
ses 2 zirkuliert, wird eine Stromschleife gebildet, die
Strahlungsrauschen erzeugt. GemalR der Verbin-
dungsstruktur 100 der ersten Ausfiihrungsform
kann verhindert werden, dass der hochfrequente
Storstrom innerhalb des Gehauses 2 zirkuliert, so
dass die Erzeugung des Strahlungsrauschens ver-
hindert werden kann. Dementsprechend wird die
elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) des elekt-
rischen Gerats mit der Verbindungsstruktur 100 ver-
bessert.

[0037] Wie in Fig. 2 dargestellt, weist die Verbin-
dungsstruktur 100 ferner einen ersten Befestigungs-
koérper 51, einen zweiten Befestigungskorper 52,
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einen dritten Befestigungskdrper 53 und einen vier-
ten Befestigungskoérper 54 auf. Aus diesem Grund
kénnen die Leiterplatte 1, das Gehause 2, das Iso-
lierelement 3 und der leitende Draht 4 durch den
Befestigungskdrper befestigt werden.

[0038] Wie in Fig. 2 dargestellt, ist der erste Befesti-
gungskorper 51 die erste Schraube, die in das erste
Schraubenloch 3c¢ geschraubt wird. Der zweite
Befestigungskorper 52 ist eine zweite Schraube, die
in das zweite Schraubenloch 3d eingeschraubt wird.
Die erste Schraube und die zweite Schraube sind
AuRengewindeschrauben. Aus diesem Grund kann
fur den ersten Befestigungskorper 51 und den zwei-
ten Befestigungskorper 52 eine Auflengewindesch-
raube verwendet werden, die ein universell einsetz-
bares Produkt ist. Der Isolator, der ein
Standardprodukt ist, kann als Isolierelement 3 ver-
wendet werden. Dementsprechend kénnen die Her-
stellungskosten der Verbindungsstruktur 100 im Ver-
gleich zu dem Fall reduziert werden, in dem die
Verbindungsstruktur 100 ein leitendes Gewinde, ein
isolierendes Kernmaterial und einen leitenden
Anschluss aufweist, der spiralférmig um das Kern-
material gewickelt ist.

[0039] Wie in Fig. 2 dargestellt, enthalt das Isolier-
element 3 eine Nut G, die Uber den gesamten
Umfang des Aulienumfangs verlauft. Aus diesem
Grund ist die Kriechstrecke des Isolierelements 3
langer als in dem Fall, in dem keine Nut G im Isolier-
element 3 vorhanden ist. Dementsprechend kann
der hochfrequente Stdrstrom daran gehindert wer-
den, sich von der Leiterplatte 1 zum Gehause 2 ent-
lang der Oberflache des Isolierelements 3 auszubrei-
ten. Folglich kann die Erzeugung von
Strahlungsrauschen verhindert werden.

[0040] Wie in Fig. 2 dargestellt, ist der leitende
Draht 4 so konfiguriert, dass er verformbar ist. Aus
diesem Grund ist die Position, an der die Leiterplatte
1 und das Gehause 2 elektrisch verbunden sind,
nicht auf die Position des Isolierelements 3
beschrankt. Dementsprechend wird der Freiheits-
grad bei der Gestaltung verbessert.

Zweite Ausflihrungsform

[0041] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 wird im Fol-
genden eine Konfiguration der Verbindungsstruktur
100 gemall einer zweiten Ausfuhrungsform
beschrieben. Die zweite Ausfuhrungsform hat die
gleiche Konfiguration und Wirkung wie die der oben
beschriebenen ersten Ausfiihrungsform, sofern nicht
anders angegeben. Folglich sind die gleichen Kom-
ponenten wie die bei der ersten Ausfihrungsform mit
den gleichen Bezugszahlen bezeichnet, und ihre
Beschreibung wird nicht wiederholt.
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[0042] Wie in Fig. 3 dargestellt, ist der leitende
Draht 4 der zweiten Ausflihrungsform in mehrfacher
Weise um die Nut G gewickelt. Der leitende Draht 4
ist um die Nut G in mehrfacher Weise entlang der
Umfangsrichtung des Isolierelements 3 gewickelt.
Zum Beispiel ist der leitende Draht 4 in dreifacher
Weise entlang der Umfangsrichtung des Isolierele-
ments der Nut G gewickelt. Der leitende Draht 4 bil-
det eine Wicklungsstruktur, die in einer Vielzahl von
Lagen geschichtet ist.

[0043] Die Wirkungen der zweiten Ausfihrungsform
werden im Folgenden beschrieben.

[0044] Gemall der in Fig. 3 dargestellten Verbin-
dungsstruktur 100 der zweiten Ausflihrungsform ist
der leitende Draht 4 in mehrfacher Weise um die
Nut G gewickelt. Aus diesem Grund hat der leitende
Draht 4 eine hohere Selbstinduktivitat als in dem Fall,
in dem der leitende Draht 4 einfach um die Nut G
gewickelt ist. Dementsprechend hat der leitende
Draht 4 eine héhere Hochfrequenzimpedanz als in
dem Fall, in dem der leitende Draht 4 einfach um
die Nut G gewickelt ist. Dementsprechend kann ver-
hindert werden, dass der hochfrequente Stérstrom
von der Leiterplatte 1 zum Gehause 2 durch den lei-
tende Draht 4 flieRt. Somit wird die elektromagneti-
sche Umweltvertraglichkeit des elektrischen Gerats
mit der Verbindungsstruktur 100 verbessert.

[0045] Wie in Fig. 3 dargestellt, ist der leitende
Draht 4 in mehrfacher Weise um die Nut G gewickelt.
Aus diesem Grund kann der leitende Draht 4, der ein
stabiles Potential in der Nahe der Masse EG hat, in
mehrfacher Weise um das Isolierelement gewickelt
werden. Dementsprechend kann die Erzeugung des
hochfrequenten Storstroms aufgrund des mit dem
Gehause 2 verbundenen Teils des leitenden Drahtes
4 und der Streukapazitat des zweiten Befestigungs-
kérpers 52 verhindert werden.

[0046] Zum Beispiel kann das Potenzial der Leiter-
platte 1 durch eine Potenzialschwankung wahrend
eines Schaltvorgangs des Leistungswandlers 11,
wie z. B. des Schaltnetzteils, verschoben werden.
Die Streukapazitat des mit der Leiterplatte 1 verbun-
denen Teils des leitenden Drahtes 4 und die Streu-
kapazitat des ersten Befestigungskoérpers 51 sind
jedoch kleiner als die Streukapazitdt des mit dem
Gehause 2 verbundenen Teils des leitenden Drahtes
4 und die Streukapazitat des zweiten Befestigungs-
korpers 52.

[0047] Aus diesem Grund sind die Impedanz des mit
der Leiterplatte 1 verbundenen Teils des leitenden
Drahtes 4 und die Impedanz des ersten Befesti-
gungskodrpers 51 hdher als die Impedanz des mit
dem Gehéduse 2 verbundenen Teils des leitenden
Drahtes 4 und die Impedanz des zweiten Befesti-
gungskorpers 52. Dementsprechend kann die Erzeu-
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gung des hochfrequenten Stérstroms in der Leiter-
platte 1 verhindert werden. Folglich wird die elektro-
magnetische Vertraglichkeit des elektrischen Gerats
mit der Verbindungsstruktur 100 verbessert.

Dritte Ausflihrungsform

[0048] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 wird im Fol-
genden eine Konfiguration der Verbindungsstruktur
100 gemal einer dritten Ausflihrungsform beschrie-
ben. Die dritte Ausfuhrungsform hat die gleiche Kon-
figuration und Wirkung wie die oben beschriebene
erste Ausflihrungsform, sofern nicht anders angege-
ben. Folglich werden die gleichen Komponenten wie
in der ersten Ausfihrungsform durch die gleichen
Bezugszahlen bezeichnet, und deren Beschreibung
wird nicht wiederholt.

[0049] Wie in Fig. 4 dargestellt, weist die Verbin-
dungsstruktur 100 der dritten Ausfihrungsform fer-
ner mindestens einen Kopplungskérper 6 auf. Das
Isolierelement 3 weist eine Vielzahl von Isolierberei-
chen 30 auf. Die Vielzahl der Isolierbereiche 30 ist
von der Leiterplatte 1 zum Gehéause 2 hin geschich-
tet. Die Vielzahl der Isolierbereiche 30 ist entlang der
axialen Richtung des Isolierelements 3 geschichtet.
Die Vielzahl der Isolierbereiche 30 ist in Reihe ange-
ordnet. Benachbarte Isolierbereiche 30 aus der Viel-
zahl der lIsolierbereiche 30 sind durch mindestens
einen Kopplungskdrper 6 miteinander verbunden.
Zum Beispiel ist jeder der Vielzahl der Isolierbereiche
30 ein Isolator, der ein Standardprodukt ist.

[0050] Jeder der Vielzahl der lIsolierbereiche 30
weist eine Vielzahl von Nuten G auf, die Uber den
gesamten Umfang des AuRRenumfangs vorgesehen
sind. Die Vielzahl der Isolierbereichen 30 kann die
gleiche Struktur aufweisen.

[0051] In der dritten Ausfiihrungsform weist die Viel-
zahl der Isolierbereiche 30 einen ersten Isolierbe-
reich 31, einen zentralen Isolierbereich 32 und
einen zweiten Isolierbereich 33 auf. Der erste Isolier-
bereich 31, der zentrale Isolierbereich 32 und der
zweite Isolierbereich 33 sind nacheinander von der
Leiterplatte 1 zum Gehause 2 hin geschichtet. Der
erste Isolierbereich 31 ist an der Leiterplatte 1 befes-
tigt. Der erste Isolierbereich 31 ist mit dem zentralen
Isolierbereich 32 durch den Kopplungskdrper 6 ver-
bunden. Der zentrale Isolierbereich 32 ist zwischen
dem ersten Isolierelement 31 und dem zweiten Iso-
lierelement 33 sandwichartig eingefiigt. Der zweite
Isolierbereich 33 ist am Gehause 2 befestigt. Der
zweite Isolierbereich 33 ist mit dem zentralen Isolier-
bereich 32 durch den Kopplungskérper 6 verbunden.
Der erste Bereich 3a ist im ersten Isolierbereich 31
angeordnet. Der zweite Bereich 3b istim zweiten Iso-
lierbereich 33 angeordnet.
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[0052] Der mindestens eine Kopplungskdrper 6 ist
innerhalb der Vielzahl der Isolierbereiche 30 ange-
ordnet. Der Kopplungskérper 6 verbindet benach-
barte Isolierbereiche 30 miteinander. Der Kopplungs-
kérper 6 ist quer zu benachbarten Isolierbereichen
30 eingebettet. Der Kopplungskérper 6 erstreckt
sich entlang der axialen Richtung des Isolierele-
ments 3 innerhalb benachbarter Isolierbereiche 30.
Da in der dritten Ausflihrungsform drei Isolierberei-
che 30 angeordnet sind, sind zwei Kopplungskorper
6 angeordnet.

[0053] Der mindestens eine Kopplungskorper 6
besteht aus einem Magnetmaterial. Der Kopplungs-
kdrper 6 kann ein universell einsetzbares Produkt
sein. Zum Beispiel kann der Kopplungskérper 6
eine Eisenschraube sein. Das Material des Kopp-
lungskdrpers 6 kann Ferrit oder ahnliches sein, das
ein ferromagnetisches Material ist.

[0054] Der leitende Draht 4 ist um die Vielzahl der
Isolierbereichen 30 um mindestens einen Kopp-
lungskorper 6 gewickelt. Der leitende Draht 4 ist um
die Vielzahl der Isolierbereiche 30 uber die Vielzahl
der Isolierbereiche 30 gewickelt. Der leitende Draht 4
ist um jede der Vielzahl von Nuten G gewickelt, die in
jedem der Vielzahl der Isolierbereiche 30 ausgebildet
sind.

[0055] In Fig. 4 ist die Wicklung in einer einfachen
Form um den Isolierbereich 30 gewickelt, aber das
Verfahren zum Wickeln des leitenden Drahtes 4 ist
nicht auf diese einfache Form beschrankt. Wie spater
in einer vierten Ausfiihrungsform und einer flinften
Ausfihrungsform beschrieben wird, kann der lei-
tende Draht 4 in mehrfacher Weise gewickelt wer-
den.

[0056] Die Wirkungen der dritten Ausfiihrungsform
werden im Folgenden beschrieben.

[0057] Gemal der Verbindungsstruktur 100 der drit-
ten Ausfuhrungsform, wie sie in Fig. 4 dargestellt ist,
weist das Isolierelement 3 eine Vielzahl von Isolier-
bereichen 30 auf. Die Vielzahl der Isolierbereiche 30
ist von der Leiterplatte 1 zum Gehause 2 hin
geschichtet. Aus diesem Grund kann die axiale
Abmessung des Isolierelements 3 leichter geandert
werden als in dem Fall, in dem das Isolierelement 3
aus nur einem Element besteht. Dementsprechend
kann der Abstand zwischen der Leiterplatte 1 und
dem Gehaduse 2 leicht gedndert werden, so dass
der Freiheitsgrad bei der Gestaltung der Verbin-
dungsstruktur 100 verbessert wird.

[0058] Wie in Fig. 4 dargestellt, weist das Isolierele-
ment 3 die Vielzahl der Isolierbereiche 30 auf. Jeder
der Vielzahl der Isolierbereiche 30 kann ein Isolator
sein, der ein Standardprodukt ist. Aus diesem Grund
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kénnen die Herstellungskosten der Verbindungs-
struktur 100 reduziert werden.

[0059] Wie in Fig. 4 dargestellt, weist die Verbin-
dungsstruktur 100 mindestens einen Kopplungskor-
per 6 auf. Der Kopplungskorper 6 ist ein Magnetma-
terial. Der leitende Draht 4 ist um die Vielzahl der
Isolierbereiche 30 um den mindestens einen Kopp-
lungskdrper 6 gewickelt. Aus diesem Grund ist der
Kopplungskorper 6 von einer Wicklungsstruktur
umgeben, die aus leitendem Draht 4 besteht. Der
Kopplungskoérper 6 figt somit einen magnetischen
Pfad innerhalb der Wicklungsstruktur hinzu. Dement-
sprechend erhoht sich die Selbstimpedanz des lei-
tende Drahtes 4. Dementsprechend kann der hoch-
frequente Storstrom daran gehindert werden, von
der Leiterplatte 1 durch den leitenden Draht 4 zum
Gehdause 2 zu flieRen. Somit wird die elektromagne-
tische Umweltvertraglichkeit des elektrischen Gerats
mit der Verbindungsstruktur 100 verbessert.

Vierte Ausfiihrungsform

[0060] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 wird im Fol-
genden eine Konfiguration der Verbindungsstruktur
100 gemal einer vierten Ausfiihrungsform beschrie-
ben. Die vierte Ausfiihrungsform hat die gleiche Kon-
figuration und Wirkung wie die oben beschriebene
dritte Ausfihrungsform, sofern nicht anders angege-
ben. Folglich werden die gleichen Komponenten wie
in der dritten Ausfihrungsform durch die gleichen
Bezugszahlen bezeichnet, und deren Beschreibung
wird nicht wiederholt.

[0061] Wie in Fig. 5 dargestellt, ist bei der vierten
Ausfiihrungsform der leitende Draht 4 mehrfach um
mindestens einen der Vielzahl von Isolierbereichen
30 gewickelt. Der leitende Draht 4 ist mehrfach um
die Nut G von mindestens einem der Isolierbereiche
30 aus der Vielzahl der Isolierbereiche 30 gewickelt.
Die Dichte des um den Isolierbereich 30 gewickelten
leitenden Drahtes 4 kann in geeigneter Weise einge-
stellt werden.

[0062] Die Dichte des um den zentralen Isolierbe-
reich 32 gewickelten leitenden Drahtes 4 kann
hoher sein als die Dichte des um den ersten Isolier-
bereich 31 gewickelten leitenden Drahtes 4 und die
Dichte des um den zweiten Isolierbereich 33 gewi-
ckelten leitenden Drahtes 4. Der leitende Draht 4
kann durch konzentriertes Wickeln um den zentralen
Isolierbereich 32 gewickelt werden. In der vierten
Ausfihrungsform  bedeutet das konzentrierte
Wickeln des leitenden Drahtes 4 um den zentralen
Isolierbereich 32, dass der leitende Draht 4 mehr
um den zentralen Isolierbereich 32 gewickelt ist als
um den ersten Isolierbereich 31 und den zweiten Iso-
lierbereich 33. Der leitende Draht 4 kann durch kon-
zentriertes Wickeln um den Isolierbereich 30 gewi-
ckelt sein, der in der Mitte in der axialen Richtung
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des Isolierelements 3 unter der Vielzahl der Isolierbe-
reiche 30 angeordnet ist.

[0063] Die Wirkungen der vierten Ausfihrungsform
werden im Folgenden beschrieben.

[0064] Gemalz der Verbindungsstruktur 100 der
vierten Ausfiihrungsform, wie in Fig. 5 dargestellt,
ist der leitende Draht 4 in einer mehrfachen Weise
um mindestens einen der Vielzahl der Isolierbereiche
30 gewickelt. Aus diesem Grund kann die Dichte des
um den Isolierbereich 30 gewickelten leitenden
Drahtes 4 in geeigneter Weise eingestellt werden.
Dementsprechend kann der leitende Draht 4 durch
konzentriertes Wickeln um den Isolierbereich 30
gewickelt werden, der in der Mitte in der axialen Rich-
tung des Isolierelements 3 unter der Vielzahl der Iso-
lierbereiche 30 angeordnet ist.

[0065] Der in der Mitte in axialer Richtung des Iso-
lierelements 3 angeordnete Isolierbereich 30 hat
eine hohere Bearbeitbarkeit als der am Ende in axia-
ler Richtung des Isolierelements 3 angeordnete Iso-
lierbereich 30. Infolgedessen wird die Bearbeitbar-
keit der Wicklung des leitenden Drahtes 4 um den
Isolierbereich 30 verbessert, so dass die Montagefa-
higkeit der Verbindungsstruktur 100 verbessert wird.
Dementsprechend kénnen die Herstellungskosten
der Verbindungsstruktur 100 reduziert werden.

Finfte Ausfihrungsform

[0066] Unter Bezugnahme auf Fig. 6 wird im Fol-
genden eine Konfiguration der Verbindungsstruktur
100 gemaR einer funften Ausfihrungsform beschrie-
ben. Die finfte Ausfihrungsform hat die gleiche Kon-
figuration und Wirkung wie die oben beschriebene
dritte Ausfihrungsform, sofern nicht anders angege-
ben. Folglich werden die gleichen Komponenten wie
in der dritten Ausflihrungsform durch die gleichen
Bezugszahlen bezeichnet, und deren Beschreibung
wird nicht wiederholt.

[0067] Wie in Fig. 6 dargestellt, ist der leitende
Draht 4 der flnften Ausfiihrungsform in mehrfacher
Weise um die Vielzahl der Isolierbereiche 30 um min-
destens einen Kopplungskorper 6 gewickelt. Der lei-
tende Draht 4 ist um die Vielzahl der Isolierbereiche
30 entlang der Umfangsrichtung der Vielzahl der Iso-
lierbereiche 30 in mehrfacher Weise um den mindes-
tens einen Kopplungskdrper 6 gewickelt.

[0068] Die Wirkungen der fiinften Ausfihrungsform
werden im Folgenden beschrieben.

[0069] Gemaly der Verbindungsstruktur 100 der
funften Ausfihrungsform ist der leitende Draht 4 um
die Vielzahl der Isolierbereiche 30 in mehrfacher
Weise um den mindestens einen Kopplungskorper
6 gewickelt. Aus diesem Grund konzentriert sich der
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vom leitenden Draht 4 erzeugte magnetische Streu-
fluss um den Kopplungskdrper 6. Dementsprechend
bildet der vom leitenden Draht 4 erzeugte magnet-
ische Streufluss eine Magnetflussschleife um den
Kopplungskoérper 6. Wenn die Magnetflussschleife
die Leiterplatte 1 erreicht, kann eine Fehlfunktion
einer elektronischen Komponente (nicht dargestellt),
die auf der Leiterplatte 1 montiert ist, hervorgerufen
werden, so dass die Fehlfunktion in dem elektrischen
Gerét, in das die Leiterplatte 1 eingebaut ist, erzeugt

werden kann.

[0070] Gemal der flinften Ausfiihrungsform wird die
Magnetflussschleife des magnetischen Streuflusses
um den Kopplungskérper 6 herum gebildet, so dass
verhindert werden kann, dass die Magnetfluss-
schleife die Leiterplatte 1 erreicht. Dementsprechend
kann die Fehlfunktion der Leiterplatte 1 verhindert
werden. Folglich wird die Zuverlassigkeit des elektri-
schen Gerats, das die Leiterplatte 1 der Verbin-
dungsstruktur 100 aufweist, verbessert.

[0071] Es sollte bericksichtigt werden, dass die
offengelegten Ausflihrungsformen in jeder Hinsicht
ein Beispiel und nicht einschrankend sind. Der
Umfang der vorliegenden Erfindung wird nicht durch
die obige Beschreibung, sondern durch die Anspri-
che definiert, und es ist beabsichtigt, dass alle Ande-
rungen innerhalb der Bedeutung und des Umfangs
der Anspriiche und ihrer Aquivalente in der vorlie-
genden Erfindung enthalten sind.

3a
3b

4a
4b

21
30
51
52
53
54
100

Leiterplatte

erster Bereich

erstes Ende

zweites Ende

Isolierbereich

Bezugszeichenliste

Isolierelement

zweiter Bereich

leitender Draht

Kopplungskorper

erster Befestigungskorper
zweiter Befestigungskorper
dritter Befestigungskorper
vierter Befestigungskorper

Verbindungsstruktur
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Patentanspriiche

1. Verbindungsstruktur, die Folgendes aufweist:
eine Leiterplatte;
ein Isolierelement, das einen an der Leiterplatte
befestigten ersten Bereich und
einen dem ersten Bereich gegenuberliegenden
zweiten Bereich aufweist;
ein Gehause, an dem der zweite Bereich befestigt
ist, wobei das Gehause einen Kontakt aufweist, der
geerdet ist; und
einen leitenden Draht zum elektrischen Verbinden
der Leiterplatte und des Gehauses, wahrend er um
das Isolierelement gewickelt ist,
wobei ein kirzester Abstand entlang einer Oberfla-
che des Gehduses von einer Position, an der der
leitende Draht und das Gehduse mit dem Kontakt
verbunden sind, kirzer ist als ein kiirzester Abstand
entlang einer Oberflache des Gehduses von dem
zweiten Bereich des Isolierelements zu dem Kon-
takt.

2. Verbindungsstruktur nach Anspruch 1, die fer-
ner Folgendes aufweist
einen ersten Befestigungskorper;
einen zweiten Befestigungskorper;
einen dritten Befestigungskoérper; und
einen vierten Befestigungskorper,
wobei der leitende Draht ein erstes Ende aufweist,
das elektrisch mit der Leiterplatte verbunden ist, und
ein zweites Ende, das elektrisch mit dem Gehause
verbunden ist,
wobei der erste Befestigungskorper den ersten
Bereich und die Leiterplatte befestigt,
der zweite Befestigungskorper den zweiten Bereich
und das Gehause befestigt, der dritte Befestigungs-
kérper das erste Ende und die Leiterplatte befestigt,
und der vierte Befestigungskoérper das zweite Ende
und das Gehause befestigt.

3. Verbindungsstruktur nach Anspruch 2, wobei
ein erstes Schraubenloch in dem ersten Bereich
ausgebildet ist,
ein zweites Schraubenloch in dem zweiten Bereich
ausgebildet ist,
der erste Befestigungskoérper eine erste Schraube
ist, die in das erste Schraubenloch geschraubt ist,
und
der zweite Befestigungskdérper eine zweite
Schraube ist, die in das zweite Schraubenloch
geschraubt ist.

4. Verbindungsstruktur fir die Leiterplatte und
das Gehause nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
wobei das Isolierelement eine Nut aufweist, die
Uber den gesamten Umfang eines Auf3enumfangs
ausgebildet ist, und der leitende Draht entlang der
Nut um das Isolierelement gewickelt ist.

5. Verbindungsstruktur nach Anspruch 4, wobei
der leitende Draht in mehrfacher Weise um die Nut
gewickelt ist.

6. Verbindungsstruktur fir die Leiterplatte und
das Gehause nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
die ferner mindestens einen Kopplungskorper, der
ein Magnetmaterial ist, aufweist,
wobei das Isolierelement eine Vielzahl von Isolierbe-
reichen aufweist, die von der Leiterplatte zum
Gehause hin geschichtet sind,
wobei der mindestens eine Kopplungskdrper inner-
halb der Vielzahl der Isolierbereiche angeordnet ist,
wobei benachbarte Isolierbereiche unter der Viel-
zahl der Isolierbereiche durch den mindestens
einen Kopplungskdrper miteinander verbunden
sind, und
der leitende Draht um die Vielzahl der Isolierberei-
che um den mindestens einen Kopplungskdrper
gewickelt ist.

7. Verbindungsstruktur nach Anspruch 6, wobei
der leitende Draht um mindestens einen der Vielzahl
der Isolierbereiche in mehrfacher Weise gewickelt
ist.

8. Verbindungsstruktur nach Anspruch 6 oder 7,
wobei der leitende Draht in mehrfacher Weise um
die Vielzahl der Isolierbereiche um den mindestens
einen Kopplungskérper gewickelt ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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